Deney 6: Transistor karakteristiginin ¢ikartilmast

Deneyin Amaci: Transistoriin calismasmin 6grenilmesi

Simiilasyon Cahismasi:

1)

2)

Sekil 1°deki degerler i¢in Ig, Ic Ve Vce’yi hesaplayniz ve deney esnasinda 6lgtiigiiniiz
degerlerle karsilastiriniz.

Deneye girmeden once Sekil 1’deki devreyi OrCAD programinda olusturup V2 gerilim
kaynag1 yerine Vsin baglayarak offset degeri 5V, ampl degeri 10V, ve freq degeri 50
Hz olacak sekilde ayarlayniz. Daha sonra, R direncini sirasi ile 50kQ, 100kQ, 150k<2,
200k€Q2 ayarlayarak her diren¢ degeri i¢in transistor karakteristigini grafigini kaydediniz.
( Notl: Transistor karakteristigi grafikleri olusturulurken X ekseni Vce ve Y ekseni Ic
olacak sekilde ayarlaymiz. Not2: Toplam 4 farkli grafik olugmas1 gerekiyor.)

Deneyin Yapihs::

Sekil 1°deki baglantiy1 kurarak Ig, Ic ve Vce’yi 6l¢iiniiz.

V2 kaynagi yerine sinyal generatoriinii baglaymiz. Sinyal frekansim1 50Hz, sinyal
genligini 10Vpp ve sinyalin offset’ini 5V olarak ayarlayarak Sekil 1’deki devreyi
kurunuz.

Osiloskop kullanilarak transistor tizerindeki gerilim (Vce) ile R direncinden gegen
akim (Ic) &lgecektir. (Ipucu:2 adet prob kullanilacag igin prob ortak noktalarmin
baglantisini 1yi ayarlamaniz gerekmektedir.) Uygun baglantilar1 yapmiz.

4 farkli Ry direnci (50kQ, 100k, 150kQ, 200kQ) i¢in 3. adimi tekrarlaymiz.
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Sekil 1: Deney baglant1 semast.



